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プラズマＣＶＤによる界面不活性化（パッシベーション）の必要性

Ｓｉ基板の表面および結晶粒界
に存在する欠陥を修復するた
めに行う界面不活性化（パッシ
ベーション）は、発電効率向上
対策として重要

（ａ）（ｂ）多結晶Ｓｉのバルク内部及び表面の欠陥（●印）

（出典）特開２００３－３０３９８４

未結合手がＳｉ基板内部及び
表面に多数存在すると、光吸
収により生成されたキャリア
（正孔・電子）の再結合が発生
し、キャリアは消滅

⇒変換効率向上困難



プラズマＣＶＤによる界面不活性化（パッシベーション）膜の効果

（出典）特開２００３－３０３９８４

（ａ）（ｂ）多結晶Ｓｉのバルク内部及び表
面の欠陥（●印）

（ｅ）パッシベーション膜形成により多結
晶Ｓｉのバルク内部及び表面の欠陥が
修復



プラズマダメージによる基板表面の損傷（欠陥密度の増大）

イオンダメージを抱えるプラズマ

であれば、

基板表面にダメージが発生し、

基板表面の未結合手が増大する
結果となる。

プラズマＣＶＤ装置によるプラズマ
ダメージが発生しない、ということ
が前提

γ作用（プラズマＣＶＤでは有害）
α作用 β作用



ヘテロ接合型太陽電池
（出典）特公平０７－０９５６０３

４ Ａｌ等の金属電極

５ 透明電極

プラズマＣＶＤ装置は

ｉ型非晶質膜２、ｐ型非晶質膜３の

製膜で用いられる。



バックコンタクト型太陽電池

プラズマＣＶＤ装置は

パッシベーション膜２、

ｉ型非晶質シリコン膜３、

ｎ型非晶質シリコン膜４、

及びｐ型非晶質シリコン膜５

の製膜の工程で用いられる。

（出典）特開２００５－１０１４２７

１： ｎ型単結晶シリコン基板、２： パッシーベーション膜

３，３ａ，３ｂ： ｉ型非晶質シリコン膜、３ｃ： Ｂドープ層

４： ｎ型非晶質層、５： ｐ型非晶質層 、６，７： 裏面電極

８，９： 集電極、１００： 正極、２００： 負極



ヘテロ接合バックコンタクト型太陽電池

プラズマＣＶＤ装置は

ｉ型アモルファスシリコン膜２、４ａ、

４ｂ、

反射防止膜３、例えば、ＳｉＮｘ膜、

ｐ型アモルファスシリコン膜５、

ｎ型アモルファスシリコン膜６

の製膜工程で用いられる

１：ｎ型シリコン基板、２：ｉ型アモルファスシリコン膜、３：反射防止膜、４ａ：ｉ型アモルファスシリコン膜、
４ｂ：ｉ型アモルファスシリコン膜、５：ｐ型アモルファスシリコン膜、６：ｎ型アモルファスシリコン膜、７：ｐ

型電極、８：ｎ型電極

（出典）特開２０１２－２４３７９７



プラズマＣＶＤによるパッシベーション膜及び非晶質膜形成の位置付け

セルの発電効率（％）

＝Ｖｏｃ（Ｖ）ｘＪｓｃ（ｍＡ／ｃｍ２）ｘＦＦ（％）

発電効率（％）のより一層の向上

ヘテロ接合型

太陽電池
・基板表面に、ｉ型ａ－Ｓｉ膜
を形成

・ｉ型ａ－Ｓｉ膜上に光反射膜
（ａ－ＳｉＮｘ）を形成

バックコンタクト型

太陽電池
・基板裏面に、パッシベー
ション膜、ｉ型ａ－Ｓｉ膜、

ｐ型ａ－Ｓｉ膜、ｎ型ａ－Ｓｉ膜、

ＳｉＮｘ等を形成

・基板表面に光反射膜

（ＳｉＮｘ）を形成

ヘテロ接合バックコンタ
ク型太陽電池

・基板裏面に、パッシーベショ
ン膜、ｉ型ａ－Ｓｉ膜、

ｐ型ａ－Ｓｉ膜、ｎ型ａ－Ｓｉ膜、

ＳｉＮｘ等を形成

・基板表面に光反射膜

（ＳｉＮｘ）を形成


